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円と、2ܻにഭる成長を果たしたと発表した。新

、છ拡大やαプライνΣーンのࠞཚײコロφのܕ

長引く半導体の供給ෆ଍など、ݫしいڥ؀Լで

高成長をୡ成した。

　೔本๏ਓのクラウス・メーダーࣾ長は年次ձ

見に͓いて、ʮ೔本に͓いては໌るいະ来、そし

て೔本市場΁のコϛットメントをࣔす新たなෳ

数の開発、੡଄プロジΣクトがすでに動き始め

ている。೔本国内の開発ྗ͓よび੡଄ྗのڧ化

は、೔本の自動車メーカーにରする౰ࣾのݙ਎

的な࢟੎の表れで͋り、զʑは世界の自動車生

産の30ˋを୲う೔本の自動車メーカーをロー

カルでαϙートするという੹຿を引き続き果た

していくʯとޠった。

　開発ྗのさらなる޲上に޲けては、24年9݄

のॡ工を目ࢦしてԣ඿市都ஜ区に新たなڀݚ開

発ࢪ設͓よび都ஜ区ຽจ化ηンター（Ծশ）を

建設することを22年2݄に発表している。390

億円を投͡る大規模プロジΣクトで、モビリ

ティーソリューシϣンズ事業部໳にଐする大部

分の事業部とグループا業を集໿する。また、産

業機器、ফඅࡒ、エネルギー・ビルディングテク

ϊロジー事業ηクターࡿԼの事業部とグループ

業、ならびに現在ौ୩にஔく本ࣾ機能も移సا

する予定。

　新ࣾ԰に2000ਓ、ط存のڀݚ開発ࢪ設に700

ਓと、ԣ඿市都ஜ区の2拠点に国内のಉࣾグ

ループશ体の4ׂ௒の従業һを集໿し、事業部

ؒのڠ業・࿈ܞを推進して開発体੍のさらなる

化をਤる。また、このプロジΣクトはグローڧ

バルでもグループॳとなるެຽ࿈ܞプロジΣク

トで、ෑ஍内にはԣ඿市の要ٻレϕルに基ͮい

た区ຽจ化ηンターも建設する。

　Ұํで、生産体੍のڧ化としては、むさし工

場（࡛ݝۄ比܊ا）に͓いて、中ܕ車޲け電動パ

ίϩφՒଓ ΋͘ۀ੷͸ճ෮جௐ΁

　世界の車ࡌ部඼メーカーの業੷を見ると、

2021年はコロφՒでѱ化したલ年に比΂શ体

的に業੷がվળの޲܏をࣔした。需要が高まる

P)EV／BEVؔ࿈や半導体事業の業੷がಛに

好調で͋ったҰํで、半導体ෆ଍でҰ部の׬成

車メーカーが工場の稼働をҰ࣌ఀ止したӨڹな

どがϚイφス要Ҽとなった。また、3݄期ܾ算が

ଟい೔系は、円安（ରドル૬場ɿ21年3݄ʹ110

円、22年3݄ʹ122円）により、ドル׵算࣌の業

੷が目ݮりする޲܏となった。ച上高をみると、

ट位のボッシュがલ年比0.9ˋݮの513億ドル、

2位のデンソーがಉ1.4ˋ増の399億ドル、3位

の;Fがಉ8.1ˋ増の393億ドルと、トップ3は

લ年とಉ͡ॱ位を堅持した。Ұํ、8位に独૯合

化ֶメーカーのBASF（લ年ɿ17位）、9位に車ࡌ

用電஑のαプライヤーで͋るCAT-（ೡಙ࣌代

新能ݯՊٕ、ಉ34位）がトップ10ೖりを果たし

ている。

　22年は、P)EV／BEVؔ࿈や半導体事業のߋ

なるऩӹ拡大が見込まれるものの、長期化する

半導体ෆ଍やαプライνΣーン໢のࠞཚ、ロシ

アのウクライφ৵߈などによるෆ֬定要素の拡

大などを要Ҽとして、業੷に大きなࠩがग़ると

えらる。M�Aなどにより業界再ฤが進み、ചߟ

上高ॱ位がさらにม化しいく可能性もߟえられ

る。

ϩόーτɾϘογϡ

೔ຊͰの։ൃ ɾྗ੡଄ྗΛڧԽ΁
　世界࠷大खのティア1で͋るロバート・ボッ

シュ（独シュπットガルト）は、21年の೔本に͓

ける࿈結ച上高が、લ年比10ˋऑ増の2950億

�-3：ւ֎ϝーΧー
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ターモジュールで採用が進むことで自動車・電

装分野が半数を占めるとみられる。GaNパワー

半導体は30年の市場規模が21年比9.5倍にな

ると予測。ACアダプターなどがアジア圏で好調

なことに加え、産業分野での採用が進み裾野が

広がっている。酸化ガリウムパワー半導体は量

産が開始され470億円の市場が見込まれる。長

期的にはGaNパワー半導体の市場を上回ると

予想される。

　次世代パワー半導体（SiC、GaN、酸化ガリウ

ム、ダイヤモンド）は、シリコンと比較して性能

面での優位性から注目が集まっている。そのな

かでも、SiCパワー半導体は、情報通信機器分野、

エネルギー分野、自動車・電装分野での需要が堅

調に推移している。今後は自動車・電装分野で

のSiC需要のさらなる増加に加え、GaNパワー

半導体の需要増、酸化ガリウム市場の立ち上が

りにより、30年ごろに次世代パワー半導体だけ

で1兆円以上の市場規模が予測されている。

　構成部材は30年の市場規模が21年比2倍の

4994億円になると予測。絶縁放熱基板や封止材

料などの後工程材料が市場を牽引し、シンタリ

ング接合材や窒化ケイ素回路基板などの伸びも

期待されている。

300mm投資も本格化

　ここにきてパワー半導体メーカーの300mm

化投資が本格化してきた。いち早くパワー半導

体の量産で先行したインフィニオンは、独ドレ

スデン工場で従来のパワーMOSFETにとどま

らず、IGBTの量産も開始した。加えて、新規の

300mm拠点をオーストリア・フィラッハに建

設し稼働を開始した。BCP（事業継続計画）なら

びに低コスト化と安定供給を盤石なものにする

電動化支えるキーデバイス

　パワーデバイスは、演算処理を行うロジック

やデータを保持するメモリーと異なり、いかに

効率よく電気を流すかといった目的の半導体。

今後、省エネニーズの拡大に伴い、市場は堅実に

成長を遂げていくものと予想される。パワーデ

バイスの需要は主に、自動車／産業機器／新エ

ネルギー／家電／電鉄などで構成される。家電

のうち、白物家電は中国など新興国を中心に引

き続き、高い需要が見込めるものの、テレビやパ

ソコンなどのAV機器は需要の頭打ちから今後

は市場を牽引する存在ではなくなる。

パワー半導体、30年に5兆円市場に

　㈱富士経済（東京都中央区）は、パワー半導

体の世界市場を調査し、その結果を発表した。

2030年の世界市場規模は21年比2.6倍の5兆

3587億円まで拡大すると予測している。カーボ

ンニュートラルの実現を目標に電動自動車や再

生可能エネルギーの普及が進むことで市場が拡

大するとみている。

　パワー半導体のうち、SiCパワー半導体は30

年の市場規模が21年比12.8倍になると予測。

脱内燃車の動きが進み補機系、駆動用インバー

3-3：パワーデバイス

パワー半導体関連の世界市場� （単位：億円、%）

項目
22年（予） 30年（予）

21年比
増減率

21年比
増減率

パワー半導体 23,386 11.8 53,587 160
シリコン 22,137 10.0 43,118 110
次世代 1,249 58.7 10,469 1,230
うちSiC 1,206 59.5 9,694 1,180
うちGaN 39 21.9 305 850
うち酸化ガリウム 3 ― 470 ―

構成部材 2,753 10.2 4,994 100
（富士経済の資料をもとに電子デバイス産業新聞作成）
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